
АННОТАЦИЯ 

дисциплины Б1.В.04 «Физика полупроводников» 

 

Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них 32 часа аудиторной 

нагрузки: лекционных 16 ч., лабораторных 16 ч.; 79 часов самостоятельной работы, 

6 часа КСР). 

 

Цель дисциплины:   

 

Учебная дисциплина «Физика полупроводников» ставит своей целью изучение фи-

зических эффектов и процессов в полупроводниках и полупроводниковых приборах. 

 

Задачи дисциплины: 

 

- изучение основных понятий, эффектов, законов и моделей физики полупроводни-

ков и соответствующих им математических формул; 

- изучение принципов работы полупроводниковых приборов; 

- изучение методов экспериментального исследования характеристик полупровод-

ников и полупроводниковых приборов. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Физика полупроводников» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 учебного плана. Для успешного изучения дисциплины необхо-

димы знания общего курса физики, математического анализа и дифференциальных урав-

нений. Освоение дисциплины необходимо для изучения дисциплин «Полупроводниковая 

электроника» и «Схемотехника». 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование следующей компе-

тенции: ПК-1. 

 

№ 

п.п. 

Ин-

декс 

компе-

тенции 

 

Содержание  

компетенции  

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

 

знать уметь владеть 

1 ПК-1 способность понимать 

принципы работы со-

временной радиоэлек-

тронной аппаратуры и 

оборудования 

основные поня-

тия, эффекты, 

законы и моде-

ли физики по-

лупроводников 

и соответству-

ющие им мате-

матические 

формулы 

 

использовать 

знания по фи-

зике полупро-

водников для 

анализа прин-

ципа работы 

полупровод-

никовых при-

боров 

эксперименталь-

ными методами 

исследования по-

лупроводников и 

полупроводнико-

вых приборов; 

навыками работы 

с измерительны-

ми приборами 

 

 



Основные разделы дисциплины:  
 

 

№ 
Наименование  

разделов (тем) 

Количество часов 

 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа  

Л ПЗ ЛР СРС 

1 Носители заряда  

в полупроводниках 
28 4 - 4 20 

2 Генерация, рекомбинация, 

диффузия и дрейф носи-

телей заряда 

24 4 - - 20 

3 Контактные и поверх-

ностные явления в полу-

проводниках 

26 2 - 4 20 

4 Физические эффекты в 

полупроводниках 
33 6 - 8 19 

 Итого по дисциплине:  16 - 16 79 

 

Курсовые работы: не предусмотрены. 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен. 
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Автор РПД    Жужа М.А. 


